Посадка кристаллов транзистора на основание корпуса
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Надежность работы транзисторов зависит от технологии присоединения кристалла к корпусу, так как при этом могут появляться скрытые дефекты (пустоты, микротрещины, сколы), которые приводят к образованию участков под кристаллом с аномально высоким тепловым сопротивлением. Если площадь дефектов невелика по сравнению с площадью кристалла и не затрагивает активной структуры транзистора, то основная часть изделий имеет низкий уровень теплового сопротивления. Уровень остаточных термических напряжений во многом зависит от качества присоединения кристаллов на припой. Монтаж кристаллов транзисторов в корпус должен обеспечивать прочное механическое соединение, надежный электрический контакт и тепловые свойства [1]. 

Задачей исследования является замена импортного припоя на отечественный, для монтажа кристаллов на импортной установке фирмы «ЭСЭК». Автомат модели 2005 фирмы «ЭСЭК» имеет горизонтальную нагревательную печь, закрытую кожух из нержавеющей стали. Длина печи около 600 мм. В качестве подложки, на которую паяется кристалл, использовали импортную и отечественную рамки. Температурные режимы пайки менялись от 360° до 400°С.

Для монтажа БСИТ-транзисторов использован  припой ПОС-5 и исследовано влияние его на тепловое сопротивление переход кристалл-корпус, структуру соединений и параметры прибора. Качество посадки определяли по механическому отрыву кристалла. В результате испытаний опытной партии проволоки капля припоя ПОС-5 на контактной площадке отделение кристалла не происходит, скол наблюдается по толщине кристалла, что говорит о более высокой прочности паяного шва, чем сам кристалл. При испытании опытно-промышленной партии была использована соответствующая методика испытаний и о-борудование [2].

В заключении по исследованию и испытаниям отмечается, что смачиваемость поверхности контактной площадки рамки припоем ПОС-5 и качество посадки удовлетворительное и сопоставимо с качеством посадки импортным припоем. По результатам исследований припой ПОС-5 удовлетворяет требованиям технического задания и может быть использован при изготовлении мощных транзисторов.
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